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TÓM TẮT 

Vật liệu phát quang Ca2Al2SiO7 pha tạp ion đất hiếm Dy 3+ được chế tạo bằng 

phương pháp phản ứng pha rắn. Kết quả khảo sát giản đồ nhiễu xạ tia X cho thấy, 

vật liệu có cấu trúc đơn pha, pha tứ giác. Phổ bức xạ của vật liệu Ca2Al2SiO7: Dy3+ 

gồm các vạch hẹp có cường độ bức xạ cực đại ở bước sóng 478 nm, 575 nm và 664 

nm đặc trưng cho chuyển dời của ion Dy 3+. Cơ chế phát quang, cơ chế dập tắt 

cường độ vì nồng độ, tọa độ màu CIE của hệ mẫu Ca2Al2SiO7: Dy3+ (x %mol) cũng 

được trình bày và thảo luận. 

Từ khóa: Ca2Al2SiO7, ion Dy3+, phát quang, dập tắt cường độ vì nồng độ. 
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ABSTRACT 

Dy3+ ion doped Ca2Al2SiO7 phosphors were prepared by the solid-state reaction. 

The X-ray patterns of the prepared samples showed that the Ca2Al2SiO7 material 

has single-phased tetragonal structure. The emission spectra of Ca2Al2SiO7: Dy3+ 

shows the narrow lines with the maximum emission at wavelength 478 nm, 575 

nm, 664 nm  characterize the electronic transitions of Dy 3+ ion. Mechanism of 

concentration quenching, luminescence mechanism, CIE color coordinates of the 

Ca2Al2SiO7: Dy3+ (x %mol) samples have also been presented and discussed. 

Keywords: Ca2Al2SiO7, concentration quenching, Dy3+, luminescent. 
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